58 FET-Schaltungen


58.1 Typen


IG-FET & MOS-FET


Auf einem sehr schwachen dotierten p-leitendem Halbleiter („Bulk“ B ) sind zwei stark dotierte n-leitende Inseln („source“ S und „Drain“ D) vorhanden. Die Zone zwischen den beiden Inseln ist mit einem dünnen Isolator (häufig ein Oxyd) bedeckt, dessen Oberfläche mit einem elektrisch leitenden Schicht („Gate G“) überzogen ist. Unter der Oxydschicht kann ein sehr dünne schwach dotierte n-leitende Schicht (der sogenannte Kanal) sein.�
J-FET


Das Gate ist hier nicht eigentlich isoliert, sondern bestehend aus einem p-leitendem Material. Gegenüber dem eingebauten n-Kanal ist es durch einen gesperrten pn-Übergang „isoliert“, solange das Gate negativ ist gegenüber dem Kanal. J-FET gibt es nur als „Verarmungstyp“ (Depletion-Mode)�
�
58.1.1 Enhanced-Mode „Anreicherungstype“ (Selbstsperrend)
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58.1.2 Depletion-Mode“Verarmungstyp“ (Selbstleitend) 
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58.1.3 Grenzwerte (Ratings):


UDS	zulässige DS-Spannung (unabhängig von der Beschattung des Gates).�
�
UGSO	zulässige GS-Spannung bei offenem Drain.�
�
UDGO	zulässige DG-Spannung bei offenem Source.�
�
ID	zulässige Drainstrom�
�
IG	zulässige Gatestrom�
�



58.1.4 Kennwerte:


IDSS (UDS)	Drainstrom bei UGS=0 V. Beim Verarmungstyp (Depletionmode) ist dies der maximal mögliche Arbeitsstrom, beim Anreicherungstyp (Enhancement-Mode) dagegen ein Sperrstrom.�
�
IGSS (UGS) 	Gate-Sperrstrom bei angegebener GS-Spannung (Drain auf Source kurzgeschlossen).�
�
U(P)GS (ID)	Pinch-off-Voltage (Abschnürspannung) beim verarmungstyp. Nötige GS-Spannung, um den Drainstrom auf den angegeben (sehr kleinen) Wert zu reduzieren.�
�
U(T)GS (ID)	Treshold-Voltage (Schwellspannung) beim Anreicherungstyp. Nötige GS-Spannung, um den Drainstrom auf den angegeben (sehr kleinen) Wert zu erhöhen.�
�
�58.2 Innere Widerstände


(Kurzschluss- ) Transadmitanz 
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 (auch Steilheit genannt)�
�
Eingeschalteter Widerstand: 	� EINBETTEN Equation.2  ����
(UGS=const)�
�



58.2.1 Kleinsignalparameter 


Übertragungsadmitanz 
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	UDS=const.


Höchsterwert bei UGS=0
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Für andere Werte
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Ausgangsadmitanz
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UGS=0�
�
�58.3 Übertragungs- und Ausgangs-Kennlinie (n -verarmungstype)
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Übertragungskennlinie
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oder einfacher geschrieben
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Anlaufgebiet:


	� EINBETTEN Equation.2  ����
�
Widerstand:
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oder
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58.3.1 Temperaturverhalten im Sättigungsbereich


Mit steigender Temperatur nimmt die Beweglichkeit der Ladungsträger ab; Die Übertragungskennlinie wird vert. zusammengestaucht.


Wegen Änderung von Kontakt- und Diffusions-spannung verschiebt sich die Übertragungskennlinie nach links (<-- ) vorwiegend bei kleinen strömen.�
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�58.4 Sourceschaltung Arbeitspunkt (Kories p.386)


Gatespannung
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Widerstand R4
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Widerstand R1,R2
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Widerstand R3
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ID:


ID aus der Transverkennlinie oder mit der Formel (58.1.2) weiter vorne!�
�
58.4.1 Sourceschaltung Dynamische Daten


Eingangswiderstand 
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Ausgangswiderstand ohne RL
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Strom ohne Gegenkopplung R5=0
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Strom mit Gegenkopplung
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Spannungsverstärkung ohne RL
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	In den meisten Fällen reicht:
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Stromverstärkung ohne RL
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58.5 AC-Verstärker  in Drain-Schaltung


Ähnliches vorgehen wie bei S-Schaltung
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58.6 AC-Verstärker in Gate-Schaltung
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58.7 Berechnung der Kondensatoren


SIEHE Transistoren weiter vorne
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